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 1．はじめに 

 AlGaN/GaNHEMT は、高耐圧デバイスとして期待されてい

る。本報告では、AlGaN/GaNHEMT の 2 端子耐圧をデバイス

が完全に破壊したときの電圧として定義し、破壊耐圧の温度

依存性を測定し、破壊耐圧の最頻値および標準偏差の温度依

存性を評価した。以上の結果から、破壊耐圧がトラップ準位

に捕獲された電子に関連した衝突イオン化によって決定され

る可能性があることが分かったので報告する。 
 

2．デバイス構造・測定方法 

AlGaN/GaN ヘテロ接合は MOCVD によって成長し、障壁層

には Al 組成 0.23, 厚さ 25 nm の AlGaN を用いた。オーミッ

ク電極とショットキー電極には、それぞれ Ti/Al/Mo/Au と

Ni/Au を用いた。また、スパッタ SiN 保護膜を堆積した。ソー

ス－ゲート間距離(3 m)の破壊耐圧をカーブトレーサによっ

て測定した。室温および 50−200 °C (25 °C間隔)の温度条件下

で、それぞれ 100個のサンプルについて破壊耐圧を評価した。 
 

3．結果 

図 1に室温および 150 °Cでの破壊耐圧の度数分布図を示す。

また、実線は正規分布に従うとしてフィッティングした結果

である。室温では、耐圧の最頻値および標準偏差が、それぞ

れ 338および 37.2 Vであり、一方、150 °Cでは 396および 27.3 

V であった。これらの値を基に χ
2分布を計算した結果、有意

水準 5 %において、室温および 150 °Cの両温度での破壊耐圧の分布が正規分布とみせることが分かった。

図 2 に最頻値および標準偏差の温度依存性を示す。最頻値(破壊耐圧)は、温度の上昇に伴って増加した。

一方、標準偏差は、温度の増加に反して減少した。測定温度を 200 °Cまで増加することで、標準偏差が、

室温に比べて、半分以下の 15.3 V まで改善された。また、最頻値は約 60 Vの増加を示した。 
 

4．考察 

耐圧の最頻値は温度の上昇とともに増加した(図 2)。この結果は、耐圧が衝突イオン化によって決定さ

れることを示唆する。しかし、実効破壊電界は約 1 MV/cmであり、広く知られる絶縁破壊電界(~3 MV/cm)

に比べて著しく低い。両者が大きく異なる要因として、衝突イオン化が伝導帯と価電子帯中の電子間遷移

だけではなく[1]、伝導帯電子とトラップ準位に捕獲された電子の間で起こった可能性が考えられる。つま

り、Poole−Frenkel 電流[2]に関連するトラップ準位に比べてより深い準位に捕獲された電子がバンド−準位

間の衝突イオン化を生じることにより、瞬時の破壊に至ったと考えられる。 
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図 1 室温および(b) 150 °C での破壊耐圧の   

度数分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2破壊耐圧の最頻値および標準偏差の 

温度依存性特性 
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